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Fig.3

(57) Abstract: The invention relates to a method for depositing an epitaxial layer on a substrate wafer made of semiconductor material
in a deposition device, the method comprising: placing the substrate wafer on a susceptor of the deposition device, which susceptor is
surrounded by, and separated by a gap from, a preheating ring and is held by a support shaft, determining an eccentricity between an
axis extending perpendicularly through the centre of the preheating ring and an axis extending perpendicularly through the centre of the
susceptor; conducting deposition gas over the substrate wafer in a flow direction pointing from a gas inlet to a gas outlet; conducting
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3)
purge gas along a lower face of a preheating ring and a lower face of the susceptor; rotating the support shaft about a rotational axis at a
frequency; characterised by the shifting of the support shaft from a starting position, in which its rotational axis is arranged along the axis
extending perpendicularly through the centre of the preheating ring, to an end position, and back to the starting position, at the frequency
of the rotation of the support shaft, the shifting path from the starting position to the end position depending on the eccentricity.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe aus Halbleitermaterial in
einer Abscheidevorrichtung, umfassend das Ablegen der Substratscheibe auf einem Suszeptor der Abscheidevorrichtung, der durch
einen Spalt getrennt von einem Vorheizring umgeben ist und von einer Tragwelle gehalten wird; das Bestimmen einer Exzentrizitit
zwischen einer Achse senkrecht durch die Mitte des Vorheizrings und einer Achse senkrecht durch die Mitte des Suszeptors; das Leiten
von Abscheidegas tiber die Substratscheibe entlang einer von einem Gaseinlass zu einem Gasauslass weisenden Stromungsrichtung;
das Leiten von Spiilgas entlang einer unteren Seite eines Vorheizrings und einer unteren Seite des Suszeptors; das Drehen der Tragwelle
um eine Drehachse mit einer Frequenz; gekennzeichnet durch das Verschieben der Tragwelle von einer Ausgangsposition, in der deren
Drehachse entlang der Achse senkrecht durch die Mitte des Vorheizrings angeordnet ist, bis zu einer Endposition und zuriick zur
Ausgangsposition mit der Frequenz des Drehens der Tragwelle, wobei der Verschiebeweg von der Ausgangsposition bis zur Endposition
von der Exzentrizitit abhéngt.



